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論 文 内 容 要 旨          
情報通信技術の進展とともにその需要が拡大している高周波デバイスへの主たる市場要求は，高周波化と高出力化
の実現である。この市場要求に対して，化合物半導体の材料としての優位性を活かし，Si 系デバイスでは実現できない
領域へとデバイスを進化させる重要な開発として，GaAs MESFET から HEMT への移行並びに GaAs から GaN への移
行の２つがある。本論文は，化合物半導体高周波デバイスの市場拡大を目的に，HEMT ならびに GaN の実用化を実現
させるために，新規プロセス技術とデバイスシミュレーションを活用したデバイス構造設計により，信頼性と特性のトレー
ドオフを打破し，高性能・高信頼デバイスを実現した成果をまとめたものであり，全編 6 章よりなる。 













































高性能 HEMT の製品化を実現させた。更に業界に先駆けて，長期信頼性を示すことで，HEMT の普及に貢献し，化合
物半導体高周波デバイスの市場を高周波領域に拡大した。 
また，更なる高性能化に対して AlGaAs/InGaAs HEMT の AlGaAs 電子供給層の Al 組成と InGaAs チャネル層の In
組成の最適化を行った。その結果，Al 組成15～20％，Ｉｎ組成は 18％付近で NF が最小となることを示した。 
第3章ではGaN HEMTの実用化上の大きな課題であったリーク電流のうち，ドレインリーク電流のメカニズムとその低













C を GaN 層中に制御して導入したエピタキシャル構造によって，ドレインリーク電流が抑制できることを実証し，GaN 実









































































構造 表面欠陥の構造 Nunder (cm-3)
Nout
(cm-3)
Ａ 全面が高濃度 4E18 4E18
Ｂ ゲート電極下のみ高濃度 4E18 1E17



















 第 6 章は結論として，本研究で得られた諸成果についてまとめた後，今後の開発指針に関して述べた。 
以上要するに本論文は，高周波ヘテロ接合化合物半導体の発展に不可避な HEMT 並びに GaN の実用化に向け，
信頼性と性能のトレードオフを打破すべく開発した新規プロセス技術とデバイスシミュレーションを活用したデバイス構
造設計に関してその有用性を示したものである。     
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図4 通電前後のゲート領域のエネルギーバンド図の変化とREDR*効果のイメージ図
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